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【背景】自己組織化単層膜（SAM）による固体表面修飾効果については、これまで様々な物性

値、例えばショットキー障壁高さ、キュリー温度、有機 FETの閾値、超伝導転移温度、金属-絶縁

体転移温度、等々の変調が報告されています。一方、新規分子から構成される SAMの適用効果に

ついては、その結果は必ずしも自明とは言い切れません。それは SAMと被修飾表面の相互作用と

して支配的なものが複数考えられる場合が有るからです。この為我々は SAM形成方法を独自開発

した上で、被適用物質の電気伝導特性に着目し、新規分子から構成される SAMが引き起こす ZnO 

(0001)面での表面伝導への影響について実験検討を行いました。 

 

【実験・考察】水熱合成法により作製された ZnO単結晶基板（0001）面へ Ti/Au電極を形成し、

表面電気抵抗の温度依存性を測定しました。その後、同一試料の ZnO（0001）面へトリプチセン

分子骨格を有する極性有機分子から構成される SAMを形成し、改めて表面電気抵抗の温度依存性

を測定しました。その後 SAMの有無による表面電気伝導の相違について比較検討を行いました。 

SAM修飾後、表面電気抵抗値は全測定温度領域で減少し、特に 70 Kにおいては SAM修飾前の

10 分の１程度まで低減しました。試料 ZnO基板の特性として、SAMの有無に関わらず 150 K近

傍で表面電気抵抗値変化率が高くなる事が観測されています。SAM による表面抵抗低減効果は

150 Kよりも低温側でより顕著に観測されました。 

表面電気抵抗変化の起源と SAM中の分子配向

との関連性を検討しました。ZnO表面と分子間の

相互作用を議論した結論として、SAM を構成す

る極性分子のダイポールの向きから、静電場の効

果によって ZnO (0001)面の表面電荷密度が増大

したと解釈しました。本発表では、ZnO（0001）

面の表面伝導における SAM修飾効果について報

告します。 

Figure. Temperature dependences of surface resistances of ZnO with and without SAM 

(Inset: A structural formula of the applied molecule) 
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